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摘 要

本實驗中採用雙靶磁控射頻濺鍍法磊晶成長鈦酸鑭摻鍶薄膜(Sr0.16La0.84TiO3+δ)於鈦酸鍶(SrTiO3) (001)基板上。所成長

薄膜分別以不同氧分壓(10-4 torr、6*10-5 torr、4*10-5 torr、小於2*10-5 torr)的情況下退火，以了解不同含氧量對薄膜晶格

常數的影響。研究中藉由X-ray θ-2θ掃描，分析薄膜之c軸長度。以Φ角不對稱掃描，分析薄膜的a、b軸長度。並將所得

之鈦酸鑭摻鍶薄膜晶格常數與塊材的晶格常數分析比較。最後利用εΨ對sin2Ψ的關係分析薄膜對不同含氧量的應力變化

。
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